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lNSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

TELEMETRYCZNA DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA

CQYP 28

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs jest wykonana tech-
nikg wielowarstwowej epitaksji, zmontowana w obudowie metalowej
hermetyzowanej zywicg epoksydowg i przeznaczona do pracy jako

érédlo'ppomieniowamia podczerwonego w dalmierzach optoelektro-
nicznych,
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‘Rys, 1, Dioda elektroluminescencyjna CQYP 28

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA
@ :




-2-

DOPUSZCZALNE WARTOSCI PARAMETRGW

Napiecie przewodzenia

Rys, 2, Charakterystyka prgdowofhapieciowa

Prad przewodzenia Ip 100 mA
Szczytowy préd przewodzenia IFM 200 mA
/wspétczynnik wypelnieniag 0,5/
Napigcie wSteczne Up 2V
CaXkowita moc-Wydzielana Proi 250 mW
: )
Temperatura obudowy Yiase  =H0e+55] iC
Temperatura przechowywania totg =40++70 °C
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Rys. 5, Zaleznos$é pradu przewodzenia od temperatury obudowy
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ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /tcase = 25°C/
1 ZA Y
Nazwa parametru Symbol | Jedn, darrosc dar?nki
: min,| typ.| max/ pomiar
Moc promieniowania*) 2 piW - 200 | 500 |- - [T = 100 mA
| ' , : Ip = 100 mA
Maksymalna réznica faz | AP cm - | - 2 lpal 15 MHz
Napiecie przevodzenia . UF Voo | = =e 5225 IF = 100 mA
Prad wsteczhy IR : A - = |10 UR =2V
: UR =0
Czestotliwoéé granicznal £ | MHz |23 | - | - |1 =70 m
|Dtugoéé fali odpowia- : ; -
dajaca maksimum chara- | A nm = |890 1 = I =100 mA
kterystyki widmowe] b :
Szeroko<$é po*dwkowa N : - = :
widma promieniowania AO,S o 72 451 - [Ip = 100 mA
%) Moc promieniowania wychodzaca ze gwiatXowodu o apretu-
rze numerycznej Na = 0,5 i $rednicy rdzenia ¢P = 200 um,

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWFT

Al, Lotnikéw 32/46
02-66A8 Warszawa :
S Druk ZOINTE zam, 12/87 n. 300

Tel, 435401

Maj 1987
Cena 40 z PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



